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Beschreibung 

Die Erfiiidung betrifft em Verfahren zur OberflaChenbenaridlung von trodcenpulverkfcrten Leuchtstoffteil- 
chen nut einem Haftvenrri tiler zam Beeinflussen von deren tiiboelektiischen Ladungseigenschaftcn sowie cine 
5 Kathodcnstrahlrfihre mh nach dem genannten Veifahrea behandeHen Leuchtstof Fteilchetu 

Eme fibliche mit einer Schattenmaske versehene KathodensunhJrohi e entnak eine evaktrier te Umhfiflung mit 
einem Bildschnm, der eine Anondnung von in zyklischer Reibenfblge angebiachten Leuchtstoffdementen dreier 
verschiedener Eralssionsfarben aufweist, sowie erne Einrichtung zum Erzeugenvon diei auf den Schiim gerich- 
ieten konvergenten Elektronenstrahlen und dee Faibauswahlelektrode oder Schatterirnaske in Form eines 
10 dunnen, rah einer Vielzahl von Offhungen versehenen Metallblechs, das zwischen dem S chirm und der strahler- 
zeugenden Emrichtung pi£zbe angeordnet ist- Durch das nut Offnungen veisehene Metailblech. wird der Schii m 
abgeschattet und die unteischtedUchen KonYeigenzwinkel erlauben es den durchgetassenen Teilen Jedes 
Strahis, selektiv die Leuchtstoff clem ente der gewunschten Ernissionsfaibe anzuregen. Die Leuchtstoffelenante 
sind von einer Ma&tx aus Ucfatabsorbierendem Material wngebett 
J5 GeraSB einem bekannten Verfahien zur BiMung einer je^en Anordnung von I^euchtstoffelementen auf einer 
Btldschirra-Frontplaue einer Kathodenstrahlrohre wird die innere Gberflache der Frontclatte mit einer Auf- 
schlOramtmg eines photoempfindlichen Bindemitteis und von zur Aussendung von Licht in einer der drei 
Emissionsfarben geeigneten X-euchtstoffteacben bescbichtet Die Aufsch&mmung wird getrocknet, ura eine 
Schicht 2u biWen, und von einer Quelle wird ein Lichtfeld durch die Ofmtmgea in der Scbattemtsaake auf die 
30 getrocknete Bescfnchtung pro^ziert, so daB die Scnattenmaske als photographische Vorlage wirkt Die beUchte- 
te Schicht wird daraufhi n entwickclt, am die die erste Farbe emittierenden Leuchtstofrelemenie zu bilden. Der 
Vox gang wird fttx die die zweite und die drhte Farbe emittierenden Leuchtstoff el ernente wiederhoit unlet 
Verwendung deiselben Schattenroaske, jedoch mit einer for jede Belichtang in eine neue Lage gebrachten 
Uchtquftllc In jeder Position der Iichtmielle wird der Konvergenzwinkel eines der Elektronenstrahlen angena- 
25 heit, welche die jewefligen Far ben emittierenden Lenchtstoffelemente anregen. Eine genauere Beschreibung 
dieses Verfahrens, derak photolithographiscber NaBproxeB bekannt ist, Sindet steh in der US 25 25 734. 

Ein Nachteif des vorstehend bescbriebenen NaBprozesses bestefct daria, daB dieser nlcbt die an die aachsten 
Geneiationen von Unterfcaltungsgerfcten gesteflten Anforderungen nach hfiherer Auflosung, msbesondere auch 
fOi Monitore, *work stations" und Anwendungen, bei denen ein alphanumerischer Text erforderlich ist, erfOUt 
30 Zusatzlich sind bei dem photolithographiscben NaBprozeB (einschneBKcIi der Mafcix-HersteSung) 182 Haupt- 
vemibcitungsscbritte notwemfig, und es sind umfangreiche Instaliationea und die Verwendung vori sauberem 
Wasser notwendig, man muB den Leuchtstoff wiedergewinnen und groBe Meagen elektrischer Energie zam 
Belichten und Trocknen des Leuch tstoffmatei ials aufwendert. 
Aus der US 34 75 169 ist ein Verfahren bekannt, urn auf elektrophotogranhischem Weg den Schiim fQi eine 
35 Faibkathcdenstrahliohrc zu bSden. Dabei ward die innere Oberflache der Frontplatte der K&tho dens trahbohre 
mit einem verflflchtigbaren bitfahigen Material beschichtet nnd dai-Qbei eine Schicht eines veifiachtigbaren 
photoleitenden Materials aufgebrachL Die photoleitende Schicht wird dann einhettlich autgeladen, durch <fie 
Sehattenmaske selektiv behchtet, am ein iatentes Ladungsbild zu erzeugen, and dann mit einer Trflgeiflussigkert 
hohen Molekulargewichts entwickelt, Die Tragerflusdgkeit ti^gt in Suspension eine VietzaM von Leuchtstoff- 
40 teilchen einer gegebenen EmissionsFarbe, die selektiv auf die in geeigneter Weise geladenen KSchen der 
photoleitenden Schicht niedergeschlagen werden, urn das LatentbUd zu entwidteln. Der Voigang des Ladecs, 
Bdichtens und Niedeischlagens wird fur jeden der die drei Farben emittierenden Leuchtstoffe, dh. grfln* biau 
und rot, auf dem Schhm wiederhoit. Erne Verbesserung der etektro-photographischen Schirmbildung ist in der 
US 44 48 366 beschriebeo. Danach wird die Adhasion der Leuchtstoffpartikel verbessett; indem die zwischen 
45 benachbarten TeQen des niedergeschlagenen Musters von leuchtstoff tcilch en nach jedein Niederschla^svor* 
gang glekhformig beltchtet werden, urn irgendwelche Restladungen zu vei tnindern oder ganz zu entladen und 
ein einheitUcheres neuerflches Aufiaden des Photoleitei's fOr die folgenden Niedeischlagsvorgange zu ermagfl- 
chen* Da die letzten beiden genannten Patentschriften einen elektro- photographischen Prozefl beschreiben, bei 
dem es sich nn wesentiichen am einen NafiprozeB handelt, tieten viele der oben im Zusammenhang mit dem 
» photoUthogzapIuschen NaBprozeB gemaB der US 26 25 734 bescfcriebenen Nachteile auch bei dem elcktro-pho- 
tographiscben NaBprozeB auf.. 

In del nacbveroffentUchten US 49 21 767 wird ein verbessertes Verfahren zur HersteHung von Schirmbau- 
gruppen fQr Kathodenstrahlrahren vorgescfelagen unter Verwendung von triboeJektrisch geladenen, trocken* 
putverisieiten MateriaJten fur die Schinnsfxuktrji und oberSachenbehandelten Tragerkfigelchen mh einem 
55 darauf befindiichen Haftverrnhtler, urn die Polaritat und den Betrag der ubeitragenen Ladung zu beeinflussen, 
Der vorfiegenden Eitrndung Hegt die Aufgabe . zugiimde, ein Veifahren zur ObeifTachenbehandlung von 
trockenpulverisieiten Leucfatstoffteilchen fur die lierstelrung eines BUdschirms einer Kathodenstrahfetfhre so- 
wie erne Kathodenstrahlrahre selbst anzugeben> die hdhere BfldscbumrlSchengewichte whtschaftlich zu eirei- 
chen gestatten. 

$0 Diese Aulgabe wird durch das Verfahren nach Anspiuch 1 bzw. die KathcdenstTahlrdbre riach Anspruch 4 
gelost 

Voi teilhafte Ausgestaltungen der Erfmdung sind in den UnteranspiUchen angegeben. 

Von den Er Bndern ist festgestellt worden, dafl^ obwohl Bildschiime fur Kathodenstrahhobren unter Verwen- 
dung von unbahandelten Leachtstoffteilchen elekrrophotographisch hergestefit werden kdnnen, eine Oberfl&- 
65 chenbehandlung der Leuchtstoffteilchen die triboelektriscbe Ladung auf diesen erhoht, was dazn fOhrt, daB eine 
grOBere Anzanl von Leuchtstolfteiichen auf jedes TrageikOgeichen aufgebracht werden kdnnea Dies verbes- 
sert den Whkungsgiad des elektrophotograpmschen Trockenprozesses und erhoht das Gewicht des Schinns um 
ungefihr das 2- bis 9-f ache. 
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Die et&idungsgemaB erfealtenen ticw^€nimlveiisieiten # oberilai±BaabeJhaDdeIteii Leuchtstoffteflcten werden 
zui Herstellung des BOdschinns verweudet Der die Siliziumdioxld-Beschiehtung Gbcrdeckende Haftvernuttler 
beemfluBt oder steuert die tribodektrischen Udungseigenschaften der Leuchtstoffteilcben wabrend der elek- 
trophotagrapWschen Herstellung des Schirms, 

Im folgenden werden Ausfuhrungsbeispiele der Eifindung anhand der Zeichnung erlauterL Es zeigen: 3 
F3 gk 1 eine teihveise in Achsiichtung gescfanhtene Ansicbt einer gemaB der Eifindung hergesteUten Faifeka- 
thodenstiahli'dhre; 

Fig. 2 einen Schnitt durch die Scrnrmgrtippe der in Fig. 1 dargestellten Rabre; und 

Fig. 3a bis 3e vetschiedene Verf ahi ensschiitte bei der HeisteBung der in Fi$. 1 gezeigten R6hre. 

Fig. 1 zeigt eine Farbkathodenstrahli fthre mk einer GlashuUe 11, die eine ungefahr rechteekige Frontgiaswan- 10 
ne 12 und einen r6hrenf&rmigen Hals 14, wefche durch einen Tiichter 15 veibunden sind, umfaBt Der Tnchter 15 
hat eine ieiiende Innenbeschichtung (nicht dargesteilt), die mit einem AnodenanschluBknopf 16 m Veibindung 
stent und sich in den Hals 14 esstrecki- Die Wanne 12 entfaslt eine dem Betrachter zugewandte Front- oder 
Tragerplatte 18 und einen Umfangsflansch odet Seitenwand 2X die mit dem Tiichter 15 Ober erne Glasffitte 21 
veischweiBtist Die innere Obetflache der Frontplatte iSlragt einen dreifarbigen Leuchtstctfscbirm 22 Bei dem is 
in Fig. 2 genauer daigesteBten Schirm 22 handelt es sich voizugsweise urn einen Unienschltm, der eine Vielzahi 
von Schirmeiementen aus rot-, grOn- und blauemittierenden Faifcstoffstreifen R, G bzw„ B umfassen, die m 
Farbgiuppen von drei Strenen oder Triaden in zyklischet Reiheniblge angeordnet sind und sich in einer 
Rfchtung im wesentlichen senkrecbt zu der Ebene, in welcher die EJektronenstiahlen eizeugt werden, erstrek- 
ken. Bel der noiroalen Betrachtungslage for dieses AusfOmungsbeispiel erstrecken sich die LeuchtstoFfstieifen in 20 
veitikater Kkhtung. Vorzugsweise sind die Leuchtstoffstxeifen voneinandex durch ein lichtabsoibiei-endes Ma- 
trixmaterial 23 getrerxnt, wie es aDgemem uhHch ist. Alteinariv kann es sich bei dem Schnm um einen Punktia- 
sterschiira handeln. Eine duime leitende Scnicht 24, vorzugsweise aus Aluminium, Qberdeckt dan Schiim 22 und 
ermdglicht es, an den Schirm ein emhcrtliches Potential anzulegen und ebenso das von den Leucbtstoffelementen 
emittiei te Lkht durch die Frontplatte 18 zu reflektieren Der Schhm 22 und die darQbeittegende Aluminium- 2s 
scnicht 24 blldet eine ^Irmbangiuppe. , . . , 

Wiedeium bezugnehmend aufFlG. 1, ist dort eine mh einer Vielzahl von Otfnungen veisehene Farbwahlele^ 
trode oder Scisattenmaske 25 In ObScher Weise in einer vorgegebenen Abstandsbeziehung von dex Scnirrabau- 
gmppe entfemBar angebracht Eine EIeknonenstram-Erzeugungsemiichtuiig26, die in Fig. 1 schematise)! durch 
gestrichelte Lmien daigestellt 1st, ist in dem Hals 14 zentral angeordnet, um drei Hektrcmenstrahlen 28 zu 30 
erzeugen und dieselangskonvergenterWege durch die Offmingen in der Masks 25 auf den Schnm 22 zu lenken. 

Die Rfihre 10 ist fur die Vet wendung mit einem auBeren magnetischen AbJeiucjoch emgenchtet; weemeninn 
Bereich des Cbergangs van Irichier auf Hals angeordneten Joch3a, Beim Betrieb untet vwift das Joch 30 die 
Stiahien 28 Magnetf elder n> durch welcha die Strahlen in ememrechteckigen Raster hoiizontalund veiukal fiber 
den Schiim 22 gefOhit werden. Die Anfangsablenkebene (bei einer Null-Abkaikung) ist in Fig. 1 durch die IJnie 35 
p.p ungefahi' in der Mitte des Jochs 30 dargesteUt Zur Verearnachung sind die tatsachlichen Ki ummungen der 
Weee der abgelenkten Strahlen in dei Ablenkzone nicht gezeigt 

Der Schirm 22 wird durch einen neuen elektio-photograplnschen ProzeB hergestellt, der scheinaUscn m den 
Fi£ k 3a bis 3e dargesteUt und in der oben angegebeaen 21 767 be«0iru^n ist. ^^^.^^^^ ^ 
mat einer Behzlosung gewaschen, mit Wasser gespOlt, mit gepuffcrter FmBsaure geatzt und wiedeium nut 40 
WasTrgeS istDie innere Oberflache der Frontplatte 18 wird dann mh einer Schicfat 32 aus , 

einem eleteisdi leHenden Material beschichtet, das eine Hektrode fur eme <faruberUegende photolettende 
Scnicht 34 badeL Die die leitende Schicht 32 bedeckende photoleitende Schicht 34 enthfiU em verfluchtigbares 
organisches, polymerisches Material, einen geeigneten photoledtenden Stoff oder .F^rbstofl jmd em l^s^gsmnv 
ioi^zS^^sctzw^ und das Verfahren der HersteUung der leitenden Schicht 32 und der photpleuenden 45 
Scmcht 34 sind ebenf alls in der US 49 21 767 bescmieben. . .... 

^cfiberX leitenden Scmcht 32 Kegende photoleitende Schicht 34 wird im Dunklen mfttefc . emer flbl^aen 
C^ioua-Entladungseinrichtung 36 positiv aufgeladen, die schematisch in Fig. 3b gezeigt vst un^d sich aber die 
^h^ 34bewegtundcUeseui Bereich v^ +200 bis + 700 Voh, voizugsweise von "^0^ + 4WVol tavSmt 
Die SchattenmSke 25 wird in die Wanne 12 eingesetzt und der posmv geladene PhotoUrter wd durchche 50 
^Wenmaske dem Licfat einer Xenon-Blitzlampe 38 ausgesetzt, die in emem fibhehen (dutch die Linse 40 m 
FSlnSiteten) Dt eifach-Lichthaus angeordnet ist. Nachjeder Belichtung wird die Umpe m eine andere 
^e velffie^mn den Emtrittswinke! de^lektronenstnd^ von der ElektronensUam-Erzeugimjsbaugrup 
periachzuWlderL Es sind drei Belichtungen von diei verschiedenen I^enposruonen notwendg, urn^&e 
mchena^Photoleiters zu entladen, wo nachfolgend die Ikhtemitderenden Leuchtstoffe aufgebx acht werden, 55 

^Nach^et Be^n'wird die Schattenmaske 25 von der Frontglaswanne 12 tew. der Fro^t£ 1 
und X ^ntgiaswanne zu einem ersten Entwickler 42 (Fig. 3d) bewegt Der erste Brtwickler endi&it in 
^ei^eter^e^berehete trockenpulverisieite Teilchen eines lichmb^rbierenden ^^^u^ScMm^ 
s^Srnateiials und obeiflacheiibehandehe, isonetende Tragerkflgelchen (nicht g eze,gt) initemem Durchme^ eo 
ser wSeahr lOObis 300 MDcrometer, die eine tiib^ektrische Ladung auf die Teuchen des Schwaizmatnx- 

bekun^tempeiatur von 450*C stabD shut Fflr die Verwendung zur Herstelhmg ^on M^T^^ZS' , 
nlteTchwaraHgmente sind beispielsweise Esenmanganox^, Eisenkobaltpxid, Zhrkeisensulfad und ni^tleiten- 65 
de KoC wird hergestellt durch Schmelzir^chen des Pigments, 

^nesPolvm^^d^S ^i^tenLadungsbeeinflussimgs^ das die GroBe der auf das Mattix-Mateitel 
t^X^U^e^^lad^ S beeMuBt. Das Sal wird auf erne mittiere GroBe von ungefahr 



PAGE 30/110 - RCVD AT 3/28/2006 2:42:25 AM [Eastern Standard Time] - SVR:USPTO-EFXRF-6/34 • ONIS.2738300 " CSID:8084986673 ■ DURATION <mm-ss):134-58 



From: 8064986673 



To: USPTO 



Page: 77/156 



Date: 2006/3/28 03:41:56 



DE 39 42 132 C2 

5 urn zerkleinet t. 

Das Schwarzmatiix-Matexial and die obetfiachenbeharidetten Irager kugelcben werden in der Entwicklungs- 
einrichtung 42 gemischt, wohei ungefahr 1 bis 2 Gew.r% Schwarzmamx-Matcrial verwendet werden. Die 
Materiafien werden so gemischt, daB die fein veiteilten Matrixieilchen mit den obeifiachenbehandeiten Trager- 
s kOgelcheu in Kontakt geraten und durcb sie, beispiebweise negativ, geladen werden. Die negativ geladenen 
Matrixteiichcn werden von der Entwicktongseinrichtung 42 abgestoBen und zu den positlv geladen en, rdcht 
belichteten FiaehenteHen der photoleitenden Schicht 34 angezogen, so daB diese Hachenteile direkt belichtet 
werden* Dann wird! eine inftarote Strahhmg verwendet, um das Matrixmaterial durch Schrnelzen oder therirri- 
sches Bind en der Pohyrnerkornponente des Matrixrn ateri als an die photoempfindliche Schicht zu fbderen, um die 
to in den Fig. 2 und 3 dargesteilte Matrix 23 zu bDderL 

Die die Matrix 23 entbahende pbotoleitende Schicht34 wird dutch ein positives Potential von ungefahr 200 bis 
400 Volt gtcicrif oimig wicder aufgeladen, um das erste der drei fax bemittiereiiden, tiockenpulverisierten Leucfct- 
schirm-StriikrurraateriaHen aufeutiagea Die Schattenmaske 25 wird wieder in die Frontgfeswanne 12 eingesetzt 
und bestimmte Flftchenber eiche der photoieitenden Sctucht 34, die den SteHeu entsprechen, wo das giunemittie- 

15 rende Leuchtstoffinateiial niedergescblagen werden soil, werden von enter etsten Position in dem Lichthaus 
sichtbarem Xicht ausgesetzt,um die belichteten Flacbenteile selektiv zu entladen. Die erste BeUchtuugsposition 
entspricbt nahetungswefse dem Konvergenzwinkel des Elektronenstrahls, der auf den grunen LeuchtstorT 
auftreffen soft. Die Schattenmaske wird dann von der FrontgJaswanne 12 entfernt und die Warme wird zu emer 
zweiten Entwfokhingseiruiclmmg 42 bewegt, die in geeigneter Weise zubereitete trockextpuiverisiette Teilcben 

20 des grunemittierenden Leuchtschii m-S ti uktui m aicri als sowie ofaeiflacbenbehandelte TiSgerkugelchen enthalt. 
" Die Le uchtstof fteiichen sind mit ein em geeigneten, die Ladung beeinflussenden bzw. kontrolUerenden Material, 
wie hier beschiieben, oberflaehenbehandelt. Dabei sind in der zweiten HntwickIungseiDik;htung 1000 g von 
oberflachenbehandeltenTrageikugdchen mit 15 bis 25 g von obeifiachenbehandeiten Leucfetstoffteilcben kom- 
biniert Die TrSgerkugelchen sind so bebandeh, daB sie beisjrielsweise eine positive Ladung auf die Leuchtstoff- 

25 teflchen Dberuagen. Die positiv geladenen grunemittierenden L^chtstofftenchen werden von der Entwick- 
lungselrabhtung abgegeben, vpn den posiuv geladenen Fi2enenbereicben dei photoJeitenden Schicht 34 und der 
Matrix 23 abgestoBen und auf die cutSadeaen, belichteten FiSchenteUe der photoleitenden Schicht niederge- 
schlagen, wie dies als UmkehrentwicklungsprozeB bekannt ist Die niedergeschlagenen grtmcmitderenden 
Farbstoffteilchen werden auf der photoleitenden Schicht fbrieit; indem der obetflacbenbehandelte Leuchtstoff 

30 einer Infrarotstrahlung ausgesetzt wird, die den Leuchtstoff sehmazt oder theinusch an die photoldtenda 
Schicht bmdet 

Der Vorgang des Ladens, Be£chtens, Entwickelns and Fbderens wird fur die blauennttxerenden und die 
rotemittter enden trockenpulvetisierten, obcrfl5chenbchandehen Leuchtstoff teDchen des Schirmstiukruiraateii- 
als wiederhoft Die Exposition gegen stcht bares Licht, urn die posiuV geladenen Flachenteile der photoleitenden 

35 Schicht 34 selektiv zu entladen, erfolgt von einer zweiten und dann von einer dritten Position in dem Lichthaus, 
um die Konvergenzwinkel dei anf den biauen Leuchtstoff bzw. auf den roten Leuchtstoff auftreffenden Elektro- 
nenstrahien anzunsthern. Die triboelektrisch positiv geladenen, trockenpurVerisxezten Leuchtstoffteilchen wer- 
den in dem oben beschiiebenen Verhaltnis mit den obexflSciienbehandelten Tt Sgeikugeichen gemischt und von 
einer dritten bzw. dann einer vierten Entwi^ungsenuidurmg 42 abgegeben, von den positiv geladenen Flachen 

40 der vorher niedergeschlagenen Schhrnstrulctmnuteriafien abgestoBen und auf den entladenen EBchenteilen der 
photoleitenden Schicht 34 medergeschlagen, um die blauemtUierenden bzw. rotenuttierenden Leuchtstoff ele- 
menteza bMtxu 

GemSB der Etfoidung wird bei dem antanglichen ObeifiaohenbehandTungsschiitt auf der Oberfiache jedes 
Leuchtstoff teilohens, zJB. blan (ZnS/Ag^ grfln (2toS/Cuv Au, Al) und rot (YzOaS/EuX erne kc^tinuier liche Schicht 
45 ausSUiziumcSoxidgebildet. 

BEISPIEL1 

Um diese Schicht zu bOden, werden 6Jo g eines kolloidalen Sificasols in emem liter Isbpropanol gelost Bin 

$o KDogramm des biauen Leuchtstoffs, beispieJsweise ZoSfAg wird der Losung zugeftlgt und fur zwei Sttxnden 
geiuhit, um die Leuchtstoffteilchen vollstandig zu verteilen. Die eihaltenen kontiauleilich mit SiHziurndioxid 
beschichteten Leuchtstoffteilchen wetxlen in emem Rotationsverdampfer bei einei Tempetatur von 85°C ge- 
trocknet, bis das gesamte Losungsmittel aus der Mischung entfex nt 1st Dei beschichtete getrocknete Leuchtstoff 
und ein.ursprflnglicher r unbeschichteter Leuchtstoff wurden bczflgUch des Ladungs/Masken Verhaitnisses und 

55 des Schirragewichts getestet, indem 3 g Leuchtstoff mit 150 g von mit FlaorsDan obeifiachenbehandeiten TrS- 
gerkOgelchen gemischt wurden. Die mit Flues silan behandeiten Kugelchen sind txiboeiektrisch negativ und 
induziei cn sorrrit eine positive Ladung auf den I^uchmoffteilchen Das beschiiebene Testvesfahren und <fie 
Exgebnlsse fur den mspiungfichen Leuchtstoff und den beschichteten Leuchtstoff sind in Tabelle 1 aufgefuhrt 
Die oben beschriebene Beschichtung wurde auch fur den grilnen Leuchtstoff (ZnS/Cu, Au, Al) und den Kern des 

eo roten Leuchtstoffs (YtO&JEu} unter Vei wendung der hier beschiiebenen Verrahrensschiitte angewandt 

Durch die SOizhmidioxid-Bescmchtung auf den Leuchtstoffteilchen wird eine Hydjoxy-Funktioiisgruppe in 
Form eines Silanols geschaffen* Silan- od« TOanat-Haftvermittler icagieien mit den Sifcmolgiuppcn unter 
Bildung kovalenter cfaemischer Bindongen. Leuchtstoffe, die zunachst znr Bildung einei konunuieruchen Silica 
Schicht behandeit und dann mit emem Silan* oder Titan at- Haftvei nuttier uberschichtet worden sind* haben eine 

65 Obeiflflche rah einer funktionellen organischen Gruppe^die durch den als Oberzugsschicht verwendeten Haft- 
vermittler bestimmt ist Deraitige organische Giuppen auf dem obeifiachenbehandeiten Leuchtstoff ieagieren 
mit den auf den TragerkugeJchen vorliegenden funktionellen Gruppen, um die GrdBe der tiiboelektiischen 
Ladung auf den obei-fikchenbehandelten Leuchtstoffteilchen zu bestimmen. 

4 
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BEISPIEL2 

0,1 g von N-(2-Annnoa^y«'Ammopix)pyi)*Met^ (Amino # 1) wil d in 200 ml Isopropanol 

geiast, um cine BescbichtungslOsung zu bilden. 100 g nach dem Veifahren gemaB Beispiel 1 heigestelite silica- 
beschichtete Teilcben des blauen Leuchtstoffs werden zu der Beschkbtungsldsung HnzugefDgt und durch 5 
Uitraschall fur unge&hr 10 Minuten gemischt Der nrit dem Aminosilan oberf&chenbehandefte blaue Leucht- 
stoff wild dann in einem Itotationsvordarapfer getrocknet Der getrocknete Leuchtstoff wird dann durch em 
37uniSiebhmdwx*gesiebt, 4 ■ 

3 g von trockenpmverisiertsm, mit Aminosilan obeiflachenbehandeltem blauen Leuchtstotrniatei lal werden 
mit ungefshr 100 g von mit Fhioisilan obern^chenbehandelten Tiagerkflgeicfaen gemisdrt. Die fluoisflan-behan- to 
delten Kugelchen sind tiiboeiektiisch negariv und iuduzieren somit eine positive Ladung auf den ammosilan-be- 
handelten blauen Leachtstofftenchen. Das Ladungs/Masseiv-Veihaitnis and die dektro-photogiaphischen 
Scm^meigenschaften (EPS-Eigenschaftea) , also das Schirmgewicht des natch diesem Veifahren hergesteflten 
Leuchtstofft wurden inderbeschriebenertWekeuntersuchiundtf^ 1 aufgettstet 



BEISPIEL3 



Entsprechend Beispiel B, mit der Ausnahme, daB Amino #2 an die SteUe von Amino #1 tritt Alle anderen 
Matei ialien und Veifahrensschntte slnd unverandert . Die Testeigebnisse sind in der T&belle 2 aufgelistet 



13 



Entsprechend Beispiel 2,mhder Ausnahme,dafl N -{Aminoathyl- Ammopropyi)-rrietboxysilan (Amino #2) an 
die Steile von Amino #i tritt. Aile anderen Materiaiien und Vexfahiensschiitte sind unveiandert Die Testergeb- 
niss e sind in der Tab eDe 1 aufgelistet 20 

BEISPIEL 4 

Entsprechend Beispiel 2, mit der Ausnahme, dafi ^Amiim^opyl)Donethyl--Ethoxysikn (Amino #3) an die 
SteUe von Amino 4* 1 tiitt Afle anderen MateiiaEen und Verfafaiensschritte sind unverandert Die TestergebmV 25 
se sind in der Tabeue 1 aufgelistet. 

BEISPIEL 5 

Entsprechend Beispiel % mit der Ausnahme, daB (Anunopropy^TOethosxysflan (Amino #4) an die SteUe von 30 
Amino #1 tiitt AUe anderen MateriaBen und Verfahrensschritte sind unveiSndei-t Die Testergebnisse smd 
wiederuminderTabelle 1 aufgelistet 

BEISPIEL 6 

33 

Entsprechend Beispiel 2, mit der Ausnahme, daB (MethacryloxypropylJIYiethoxysilan (Acrylo #6) an die 
SteUe von Amino # 1 tritt ABe anderen MateriaBen und Veifahi ensschiitte sind wiederum unverSndert und die 
Testergebnisse in Tabelle 1 aufgelistet, 

BEISPIEL 7 40 

0,1 g von Isopropyl-Tn(Diocty!-r^ophospbato)rritanat ist in 200 ml einer 50 : 50-Mischnng von Isopropanol 
und Heptan zur Bildung einer Beschichtungslosung gelfist 100 g von Smziumdiojdd-beschichteten Teilchen des 
blauen Leuchtstoffs (aus Beispiel 1) werden der BeschichtnngsiSsung htnzugefugt und ffli zwei Stnnden ge>- 
raiscfat Der mh dem Utanat obeiflachenbehandehe blaoe Leucbtstoff wird in einem Rotatk>nsvertonpfer <s 
getrocknet und der getrocknete Leucbtstoff wud dann wiederum durch em 37 urn Sieb hmdurchgesiabt Die 
Ei gebnisse des beschriebenen Testvei fahrens sind in der TabeBe 1 aufgelistet 

BEISPIEL 8 

50 

0,1 s von Amino #1 wird in 200 ml Isopropanol geldet, wie es bei Beispiel 1 beschiieben Est, um eine 
BescWdrtungsldsung zu bDden> 100 g von SHizimndio^beschlchteten TeUchendeagrlinen Leuchtstoffs werden 
der BeschichtnngslSsung hinzugefugt und fur ungefclhr zwei Stunden geruhrt Das mit Anunosilan obeiflachen- 
behandelte Material des giiinen Leuchtstoffs wird in einem Rotationsverdampf er getrocknet und dann durch em 
Sieb hindurchgesiebt _ . _ 

3g des trockenpulveiisierten, mit Aminosilan oberfKichenbehandeHen Materials des grfinen Leuchtstoffs 
werden mit 100 2 von fluorsilan-oberfl5chenbehandelten TiSgetkugelchen gemischt und m der besctoiebenen 
Weise untersnoht Die Testergehnisse sind in der Tabefle 2 aufgeUstet Bin grunerLeu<^^ 
Zustand (ZnS/Cu> Au, Al% der keine Beschichtung aufweist, wird zur Kontrofie Kb die grflnen Leuchtstoffe m 
TabeMe 2 verwendet 

BEISPIEL 9 



55 
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BEISPIEL 10 

Entsprechend Beispiel 8, mh der Ausnahme, da6 Amino an die Stefte von Amino # 1 tritt AHe anderen 
Mater ialien und Verfahrensschritte and unverandeTt DieTestergebriisse and in der Tabelle 2 aufgeKstet 

5 BEISPIEL H 

Entsprechend Beispiel 8> mh der Ausnahme, dafl Amino #4 an die SteUe von Amino 4*1 tritt. AHe anderen 
MateriaHen und Verfahrensschtitte smd unverandext. Die Testergebnisse dnd in der Tabelle 2 aufgefuhrt 

BEISPIEL 12 

0,t g von Amino # I wird in 200 ml Isopropanot gelSst, urn eLne Besduchtongsldsung zu btlderu 100 g von 
SflJzimnmo»d-bescW^ des roten Leuchtstoffs (YzOzS/Eu) warden der Beschichtungslosung hin- 

ts zugcfflgt und far ungefahr zwei Stunden gemischt. Das mh dem Ammosilan obexflachenbehandeke Material des 
roten Lecchtstoffs wxrd in einem Rotationstrockner getrocknet and dorm dnrch ein 37 pin Sieb hmdurchgesiebt. 

3 g des trockenpulveiisierten, mit Aminosrlan obeiflSchenbehandelten Materials des roten Leuchtstoffs wei- 
den mil 100 g von oat FIuorsHan oberfiachenbehandehen IragexkOgelchen gemlscht nnd in der beschrfebenen 
Wfiise getestet. Die Testergebnisse sind in der Tabelle 2 angegeben. Ein. roter Lcuchtstoff (YaOaS/Eu) im 
so urspinngitchen Zustand, der weder eioe SBiaum-Beschiditurig nocb eine Ammosilan-Besehlchtung auroefet; 
wird zur Kontrolle fur die roten Leuchtstoffe in Tabelle 2 verwendet 

BEISPIEL 13 

2s Entsprechend Beispiel 12, mit der Ausnahme, daB Amino #2 an die SteUe von Amino # 1 tritt. AUe anderen 
Materialmen and Verf ahrensschi itte sind mwet^ndert Die Testeigebmsse smd in do Tabefle 2 angegeben- 

BEISPIEL 14 

30 Entsprechend Beispiel 12, mit der Ausnahme, daB Amino #3 an die Stefio von Amino & 1 tritt Afle anderen 
Materialien und Veifahr ensschrrtte sind mivcrandert. Die Teste/gebnissc sind in dei-TabeHe 2 angegeben. 

BEISPIEL 15 

3$ Entspr echend Beispiel 12, mit der Ausnahme, daB Amino #4 an die S telle von Amino # 1 tzitt AHe anderen 
Materialien und Vei f ahrensscfaritte sind unverandei t Die Tester gebnisse smd in Tabelle 2 angegeben. 

Tabefle 1 

40 Blaue Leuchtstoffe im nispr unglichen Zustand und s3an- behandelte blaue Leuchtstoffe, die mit 

fluorsilan-behandelten Glaskfigeichen f3r posiuv geladene Leuchtstoffe In Kontakt gebracht warden 



AitdesLeucbtstofts Besahkhtung Positives SPS-Eigenschaft. 

Ladimga/Massen- Sdnrmgpdcbt 
45 verh&hnfe(ttC/ejm) (rag/cm 5 ) 



blau keine 2,2 03 

Beispiel 1 SuHoumdioxid 4,2 1,5 

50 BeispieI2 Amino #1 47 3,9 

Beispiel 3 Ammo #2 35 3,1 

Beispiel 4 Amino * 3 36 3,0 

Beispiel 5 Amino #4 21 2,1 

Beispiel 6 Aery! #6 14 2,0 

55 Beispiel 7 Tltanat 18 1.6 
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Tabclle 2 



mit fluorsilan-1 



ArtdesLeuchtsJoffs 



Positives EPS-Egenscfcaft, 
Ladimgs/Massen- Schkrtigowicht 
vcrhaimSs0ta<5m) (mg/cn?) 



Grim 

BetspielS 

Beispiel9 

BeispiellO 

Beispielll 

Rot 

Beispiel 12 
Beispiell3 
Beispiel 14 
Beispiel 15 



keine 
Amino #1 
Amino #2 
Amino #3 
Amino #4 

keine 
Amino #1 
Amino #2 
Ammo #3 
Amino #4 



0,2 
35 
38 
29 
23 

0,9 
45 
43 
40 
34 



0.5 
3,0 
3,5 
2$ 
2,0 

1,0 
4.1 
4,0 
34 
3*6 



Die Testeisebnisse wurden unter Verwendung einer (nicht gezeigten) Testfrontgiaswanne besttont^di© aus 
emer isolieiten Platte besteht, welcne auf jeder ihrei Hauptoberflachen emer me^schen Leiter bzw. erne 
metalliscfae Leiterschkht auflammiert hat wobei sich mtuig durch die Hauptobeiflachen der Platte und <ne 
Lelterschkhten eine zentral angeordnete Offming exstreckt Vorzugsweisc hat die Offancg eanen Durctaiessei 
von ungefahr 2,54 cm Ein MetaMeb odd- -sitter von imgeahr 0,15 bis 03 mm wstrecktwh Cber Ae Offoung 
undistmit einem von den Metalleitem veibuateiL Ober die Ofinung erstpectosich w^tethhi cm£nC^bes^idi, 
tete Glaspiatte, die an dem andeien Metallefcer angeordnet 1st, so daB die TtG^Besduchtung damit m Kontak* 
stent. Fur die Messung von positiv geladenen Leuchtstoffteilchen wird an den t nut dem meiaUisdien Gutter 
vexbundenen Leiter em Potemial von 100 bis 600 Volt angelegt, wobei der mh der TC-Schi^tin Koiitekt 
stehende Leiter geerdet is*. Die eiektrisehe FeldstSrke zwischen dem Gitter und dem Glas bentgt ungerj&r 
10 3 V/cm. Die Testwanne 1st ungefahr 7& cm Obex einer Ettwickiugseta 

oberflachenbehandelten LeacMstoff und die TragerfcHgekhen enthalt, wie na m den Beismeton 1, 2, 7, 8 und 12 
besXefcS^d. Die EntwicMungsemiiehtm^ist an einem Bnde, durch ein G^er bzw. 
das so bemessen 1st, daB die fern verteilten Lea^tstoffteilchfiiv nicht jedochdie Tragerki^elchen durchgeJa^n 
werden. Em LuftstoB (Geschwindigkeit ungefahi 10* cm/sec) trennt die Leochtstoffteflchen von den ^Serial- 
gelcben und beffintert die geladenen Cm diesem Falle positiv geladenen) I^tstoffteiichen i von deH^twick- 
hmgseimichtung zu dem M^Dgitter und der Glasplatta Dee ^^^^^S 

Udung auf der TiC beschichteten Platte wird mit emem Elektrometer gemessen und die Masse <k^ u ^* tc f * 
teikhel wird bestimmt durch Wiegen der Glasplatte vor mid nacb dem Test Dei Quouent ana <^ Me^un- 
gen ergibtdaa mitdere triboelektrische l^^^se^Verfia^ 1^ Nie l 1 ^S5^ ASE^Sta 
schichteten Glasplatte ist bekaunt und wird durch die GroBe det Ofmung ^ J^^^^^ 
Testergebnisse sfcd in denTabeBen 1 und 2 zusamraengefaBt. Bei icdem Beispielwetsen die oberfl^enbehan- 
dehenGlaskfigelchen eine Beschichtung ans Fluorsiian an£ «a auf ^i^^ 
zuubertrt^Fur jede getestete LeuchUrtofmrbe wurde eme D £nSK 
fe waren nicht oberViachenbehandelt Die Ergebnhse zeigen, daB die obeifla^behandelten Uuchtttoffe eta 
™Xh^heres I^dungs^sen^VerMltnis habep ah die ni^tbeWehen ^^l^^l^ 
Schiimgewfchte fflr die oberflachenbehandelten Uuchtstoffe.wesentlich haher -smd afarur^e ^tehandeiten 
S5 Die besten Ergebnisse wurden erhalten durch eine Oberf^henteba^ nut 
N-(Amino3thyl-Ainiiioprcpyr^ietho^ und N(2-Arnh^a^^Ainmopropyl)-Met^ 

Patentansprflche 

1 Verfahren zui OberSachenbehandlung von trockenpulverisieiten Leuchtsto^chen zm Vexwendur^ 
bei I dS Stettung ernes Biidschirms m? eine KathodenstiahlrSme, urn die tn^oelektiischen Udungsei T 
Renschaften der Leuchtstoffteilchen zu beeinflussen, mit folgenden VerfahrerBScJmtten: 
g ^!versehen der LeucbtstoiTteUchenimt einer ersten Beschichtung aus Sibzmmdioxid, die eine fimtoo- 
neile Hydroxygiuppe in Form eines Silanols Uefot 

Losen emeir^ftveiinittlers, dei' aus der Gruppe der SOane und Htanate ausgewtthlt fat undmu 
SilanotGiuoDen unter Bildung kovalenter chemischer Bmdungen reagiert. in emem fur die BUdung 
eto^ung ^ ^chich von Saiziumdioxi^beschichteten Leuchtstoirteilchen geeigneten 
sungsmitteizui BUdimgemei Besdiic}mmgsmischun& ■ , . . 

^b^toenbehandlung der S3i2dumdioxid-bescfaichteten leuchtstoffteilchen nut der Beschich- 
tungsmischung, urn eine zweite Beschichtung darauf zn bilden, 

— Flitein der oberQachenb ehandelten Leuchtstoffteilchen. . 

— Somen dei gefilterten, obeifl&tobeaandeltenTenchen in dem Ldsungsnuttel und 

— Trocknen der obeiflSchenbehandeJten Leucbtstoffteilchen 
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Z Vexfahren nach Anspmch 1, dadurch gekennzcichnet, daB die Mischung gebildet wird durch Ldsen von 
0,1 g ernes Stiaus, das gewahlt wird aus der Giuppe bestefcertd aus : 
N(2-Anunoathyl-3*AiriiTOpropy^ 
N(Arninoa^hyI-Ajroropropy£^ 
5 fAmlnopropyl)-Triethoacysilai!, 

(Metha^loxy-propyl^Tiimethaxysilan, 

fn-Decyi-Methyloichlorosflan, 
Heptadecafltior-U^-Tetrahy^ und 
(Titdecafluor-M^-TetraliydroKJCtyl^ 
to in 200 ml IsopropanoL 

3w Verfahren nach Anspruch % dadurch gekennzeichnet, daB der Verfahrensschiitt der ObeifI£chenbe- 
schfcbiurig die Schritte emhalt: 

Si) Htoifflgeh von 100 g der SiCzhtmdioxid-beschiditeten TeHchen in die B eschicbtu ngsraischung und 
!i) Ulii as ch all mischung der SrHrernnrfirodd-begchichtaten Teilchen und der Mischung fur 10 Minnten. 
15 4. KathodenstrahfrShre mrt einem clektro-pbotographisch heigesteHten Iumineszeni&n Bildschirm nnd 

einer Ebirichtnng zara selefctfven Anregen von Flachen des Schbins znr Lumineszenz, wobel dex Schiira 
eine Schicht von Ucht in einem besiirnmten Bereich des sicblbaren Spektrtnns emitticrenden trockenpui- 
veiisierten Leuchtstoffteilchen enthalt, dadurch gekennzeichnet, daB die trockenpiilve* isierten Leuchtstoff- 
teitehcrt eine erste Besc&chtung aus Sifeimndioxid aufwrisen welches cine hmktioaelle Hydioxygruppe in 
20 Form ernes SiJanols Hefeit, nnd eine zweite Beschlcirtung aus einem fiber der ersten Beschlchtung fiegenden 
Haftveimittleiv ausgewShU aus Sflanen imd Titanaten, der mit Silanol-Giuppen unter Bfldung koval enter 
chemischer Bindungen xeagiert, urn die Oberflachenladung det Teilchen wShrend der HersteDung des 
Schirms<22) zu beeinSnssen. 

5„ Kaihodenstrahlrohre nach Anspxnch4, dadurch gekennzeichnet, daB der Hafrvcinrittler ausgewahit 1st 

29 aus der Gruppe enthaltend: 
N(2-Arainoethyl^AjniiK^^ 
(Aminopropyl)^ ietftoxysUan, 
a-fAminopropyl^n&nsthylethoxysilaA 
N^Arninocthyi^AmhK>propvl>Trietb^ 

30 (Methaciylc^-Propyijnfrhnethox^an, 
IsopropyJ-Tii(DiQcty^Pyrophosphatc)-T1tanat, 
fN-jDecy^Metbyl-Dichlnrosilan, 

taeptt^afluor*14^Tetrahydit)deC3^ l-Pimfithyl-au<MSiIan und 
(TrkiecafhioMJ^-Tetrah^ 



Hierzu 2 Seite(n) Zeichnungen 
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